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요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[발명의 명칭]

금속 및 비금속용 급냉장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 발명에 따른 제1실시예의 개략도.

제2도는 제1도에 포함된 회전 가능 원판부재의 변경 실시예인 제3도의 수평 횡단면도.

제3도는 제2도의 종단면도.

제4도는 제1도 내지 제3도에 보인 본 발명의 변경형태의 부분 종단면도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

11 : 가열 수단                          12 : 밀폐실

13 : 받침대                              14 : 감수기(感受器)

16 : 도가니                              17 : 유도 가열 코일

18 : 도관                                 19 : 나사 구멍

21 : 테이퍼 플러그                   22 : 화살표

23 : 하우징                              24 : 원판부재

26 : 가변 속도 모터                  27 : 속도 조절 장치

28 : 회전 속도계                      29 : 검출기

30 : 돌출부                             31 : 흡입관

33 : 유량계                             34 : 수집기

35 : 환형 공동                         36 : 바람구멍
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37 : 배출관                             24A : 원판부재

38 : 날개                                39 : 수직 평면

40 : 원판형 덮개

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 금속, 비금속 및 합금의 입자를 형성하는 장치에 관한 것이다.

많은 적용에 있어서 실리콘과 그 합금 같은 비금속과 금속 합금을 포함하는 금속은 입자 형태로 제공되
는 것이 필요하다. 이것을 위하여 많은 시스템이 발명되었다. 이들 가운데는 여러 가지 형태로 존재하는 
원심분무기가 있다. 원심 분무기의 한 형태에 있어서, 분무되는 금속은 오목하거나 평평하게 할 수 있는 
회전 원판부재의 표면에 이송된다. 그러한 시스템의 한 형태에 있어서, 가스는 원심력으로 회전부재를 
벗어난  입자를  냉각하는데  사용된다.  이  형식의  시스템의  전형은  미합중국  특허  제2,752,196호, 
제4,053,264호 및 제4,078,873호이다. 다른 시스템들은 냉각된 표면과 용융금속 방울의 접촉에 의존한
다.

종전의 기술 시스템들은 특히 처리되는 금속 또는 비금속이 높은 용융점을 가질 때 여러 가지 단점을 갖
는다. 가스가 냉각을 위하여 사용될 때 한가지 단점은 입자의 응고를 위하여 충분한 냉각 능력을 제공하
도록 시스템을 통과해야만 하는 가스의 체적이다. 또 하나의 단점은 온도에 견딜 장치의 구조 재료를 필
요로 하는 것이다.

게다가, 어떤 합금의 성질들은 물질이 용융상태로부터 냉각되는 속도에 의해 변한다는 것이 발견되었다. 
급냉은 비결정의 합금 또는 금속 유리를 만드는데 사용될 수 있다는 것은 알려져 있다. 어떤 금속 유리
는 결정 상태에서는 동일 재료들로부터 전혀 다른 성질들을 나타내도록 도시된다. 이들 재료의 논문은 "
과학"(1980. 5. 23, 208권, 856-861페이지)지에 실린 죤제이.길맨이 쓴 "금속 유리"라는 제목은 논설 및 
"과학적 미국인"(1980. 4. 242권 제4호, 98-118페이지)지에 실린 피.차우드하리, 네.시.제센, 디.턴불이 
쓴 같은 제목의 논설가운데 수록되어 있다.

스파이어(본 발명자중의 한사람)와 젠틀에게 1982년 8월 31일 부여된 미합중국 특허 제4,377,199호에 있
어서, 액체 냉각제의 증발열을 이용하는 원심분무기를 제공하고 대부분의 요소의 온도를 이용되는 액체 
냉가제의 비등점이나 그 부근에서 평형 상태하에 유지하면서 기술되었다 .급냉을 제공하는 시스템을 제
공하는 방법 및 장치가 기술되었다.

특히, 특허속에 기술된 발명은 수평 장착 디스크형 부재를 고속으로 회전시키는 단계와, 회전부재의 상
부표면위에서 냉각제의 외향 유동막을 제공하기 위해 휘발성 액체 냉각제의 흐름을 중앙에 도입하는 단
계와, 분사될 물질을 중앙으로부터 이격된 지점에서 냉각제 막내로 도입하는 단계를 포함한다. 용융 재
료와 회전부재는 냉각제의 증발로 냉각되며, 입자들은 원심력에 의해 장치로부터 이동된다. 특허속에 기
술된 회전부재의 변경은 회전부재를 평평하게 하며 특별히 높은 표면적내에서 생기는 입자와 충돌하는 
회전부재의 주위둘레에 위쪽으로 돌출하는 날개를 제공한다.

상기에 언급한 특허된 발명은 여러 적용을 위하여 바람직한 입자 재료를 제공하며, 비교적 넓은 범위의 
입자규격이 만들어진다. 예를들면, 미합중국 표준 메시스크린 325보다 더 적은 비교적 미세한 입자 제품
을 더 큰 비율로 만드는 것이 여러 적용을 위해 바람직하다. 게다가, 회전 원판부재로부터 하우징의 주
기적 소재를 필요로 하는 유니트의 하우징까지 위쪽으로 금속 또는 비금속을 어느 정도 튀긴다는 것을 
발견하였다.

따라서 금속 또는 비금속으로부터 더욱 일정한 입자형태를 만드는 것이 본 발명의 목적이다.

또다른 목적은 최소의 장비 유지 보수로 입자 금속과 비금속을 만드는 것이다.

이들 목적 및 다른 목적에 따라서, 미합중국 특허 제4,347,199호에 기술된 원심력 입자 형성 장치의 변
경이 본 발명에 의하여 제공된다. 원추 형상의 돌출부의 설비는 회전원판부재에 동축으로 제공되고 그 
축에 가장 가깝게 밀접한 원판부재에 인입된 냉각제 액체와 같이 이러한 돌출부의 정점에 있는 용융 금
속 또는 비금속의 낙하는 입자 제품의 더욱 바람직한 일정한 규격의 분배를 생기게 한다는 것을 발견하
였다. 또한, 장치의 설계는 냉각제 액체이든 회전원판부재에 적절하게 동축으로 설치된 한 개의 도관을 
통하여 하우징에 들어가도록 처리되는 용융재료이든 양쪽 모두 다 허용함으로써 간단히 된다.

상기 기술한 특허된 원심력 입자 형성 장치에 있어서 또다른 개량은 원판부재의 적어도 일부분위에 고정
되거나 놓인 덮개에 의해 본 발명에 따라서 제공된다. 덮개는 원판부재로부터 재료가 위쪽으로 튀는 것
을 막도록 돕고, 래디얼 방향으로 유출하는 냉각제와 처리되는 재료 및 위쪽으로 이동하는 재료와 충돌
되도록 제공하는 날개 사이에 접촉을 일으키는 냉각비금속을 제한한다. 이 부가적 특징은 하우징의 소제
를 위해 장치를 벗길 필요를 감소시키도록 돕고, 일정한 입자 재료를 만드는데 돕는다.

본 발명은 여기에 첨부된 도면에 관련되어 읽을 때 다음 고찰로부터 이 분야 숙련된 사람들에게 더욱 더 
이해될 것이다.

제1도의 도면을 참조하면, 본 발명에 따라서 금속과 비금속을 분무하기 위한 장치를 개략적으로 도시한
다.  도면의 상부에 물질이 용융될 때까지 물질을 가열하기 위한 가열 수단(11)이 도시되었다. 가열 
수단(11)은 도가니(16)를 포함하여 감수기(14)를 받침대(13)에 장착시킨 밀폐실(12)이다. 적합한 전력원
에 의해 에너지를 내는 유도 가열 코일(17)은 도가니의 내용물을 가열하기 위해 이용된다. 감수기(14)는 
가급적이면 흑연으로 만들고 도가니(16)는 본래 용융되는 금속과 반응되지 않아야 한다. 처리되는 재료
로서 실리콘의 예에 있어서, 도가니는 석영, 흑연 혹은 실리콘 탄화물을 입힌 흑연으로 바람직하게 만든
다.
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감수기(14)와 받침대(13)를 통하여 도가니(16)의 하부에서 연장되는 것은 처리되는 재료로서 실리콘의 
예에 있어 또한 수정으로 만들 수 있는 도관(18)이다. 도가니(16)의 하부와 도관(18)에 관하여 동축으
로, 도가니로부터 도관(18)의 중앙으로 유동하는 용융 재료를 허용하기 위한 나사 구멍(19)을 제공한다. 
나사 구멍(19)을 통하여 유동은 나사 구멍(19)을 개폐하기 위해 화살표(22)로 도시한 바와 같이 오르내
릴 수 있으며 밸브처럼 작동하는 테이퍼 플러그(21)로 조절된다.

가열 수단(11)아래의 하우징(23)안에 수평으로 장착된 것은 속도 조절 장치(27)로 조절되며 가변 속도 
모터(26)같은 적합한 수단으로 회전하기 위한 도관(18)을 동축으로 장착한 회전 가능 원판부재(24)이다. 
실제 실시에 있어서 시스템의 하우징(23)으로 형성된 실은 회전 가능 원판부재(24)의 규격내에 비교적 
가깝게  되지만,  시스템의  더  용이한  이해를  돕기  위하여  도면에  확대시킨다.  도시된  회전  가능 
원판부재(24)가 평평한 상부표면을 가지는 한, 원판부재는 발명의 특질로부터 벗어나지 않고 접시 혹은 
컵형이 될 수도 있다는 것이 이해된다. 바람직하게 속도는 회전속도를 검출하도록 설치된 검출기(29)를 
가진 회전 속도계(28)에 의하여 조정된다. 만약 원한다면, 자동 재래식 수단은 미리 정한 속도가 유지되
도록 회전 속도계 신호를 속도조절기로 궤한하는데 이용될 수도 있다. 회전 가능 원판부재(24)의 중앙에
는 일반적으로 도가니의 나사 구멍(19)아래 직접 설치한 정점을 가진 원추형 돌출부(30)가 제공된다. 돌
출부가 오목하게 구부린 일반적으로 원추 표면처럼 도시되는 한, 기술된 형상으로부터 여러 변화가 본 
발명의 실시를 허용할 것이라는 것이 이해된다.

또한 냉각제 흡입관(31)과 밸브(32) 및 유량계(33)를 바람직하게 포함하는 유량 조절 수단은 도관(18)으
로 이송할 수 있다. 작동에 있어서, 휘발성 액체 냉각제는 흡입관(31)에 의해 도관(18)으로 공급되고, 
회전 가능 원판부재(24)의 표면을 가로질러 외향 유동 냉각제 층을 구성하는 원추형 돌출부(30)에 가까
운 위치로 떨어진다. 처리될 용융 재료는 도관(18)을 통해 원추형 돌출부(30)의 정점으로 흐르고, 열이 
휘발성 액체 냉각제의 증발에 의해 흡수되도록 정점에 의해 냉각제 막으로 분산된다. 또한 냉각제는 원
추형 돌출부(30)를 냉각하도록 돕는다. 그 사이에 원심력은 가공 재료가 냉각될 때 그것을 더욱 분산시
키기 위하여 작용하고 재료는 회전 가능 원판부재(24)의 주위로부터 벗어나며, 적합한 수집기(34)안에 
수집된다. 증발하는 유체의 팽창을 위해 제공되는 바람 구멍(36)은 수집기로부터 제공되고 적합한 배출
관(37)은 어떤 초과 냉각액체의 제거를 위해 제공될 수 있다. 만약 원한다면, 전체 시스템은 불활성 대
기중에 작동될 수 있으며, 한 개의 격실은 제어를 제외하고는 연소성 혹은 유동성 냉각제의 안전이용을 
허락하도록 전체 시스템을 에워쌀 수 있다.

냉각제 이송의 다른 방법은 제4도에 기술된다. 냉각제 흡입관(31)은 회전가능 원판부재(24)의 표면을 가
로질러 유동하기 위하여 원추형 돌출부(30)안의 도관을 통해 유동할 때 원추형 돌출부(30)를 냉각하기 
위해 구동축 안에 구멍으로 유입되도록 하는 조립체를 위한 베어링 안의 환형 공동(35)에 부착될 수 있
다.

시스템이 적당히 조절될 때, 분무된 제품은 본래 둥근 입자로 만들어지는 경향이 있다. 만약 더 큰 표면
적 또는 얇은 조각 같은 제품이 바람직하다면, 제2도 내지 제4도에 도시된 것같은 변경된 회전 가능 원
판부재(24A)가 사용될 수 있다. 이들 도면안에 도시된 장치는 변경된 회전 가능 원판부재(24)의 주위 둘
레에 위치하고 그 초기 표면위에서 위쪽으로 돌출하는 복수의 날개(38)를 갖는다. 제3도 및 제4도에서 
볼 수 있는 바와 같이, 그것은 또한 처리중에 재료를, 또한, 만약 원한다면, 변경된 회전 가능 원판부재 
(24)의  주표면에  도달하도록  냉각제  액체를  허용하기  위해  중심안에  한  개의  구멍을  가진  원판형 
덮개(40)가 제공된다. 제1실시예에 있어서, 각 날개는 본래 원판부재의 회전 중심에 관하여 방사상으로 
위치한 수직 평면(39)을 갖는다.

변경된 회전 가능 원판부재(24A)가 있는 시스템의 작동에 있어서, 다수의 날개(38)는 변경된 회전 가능
원판부재(24A)의 상부 표면을 밖으로 가로질러 방사상으로 움직이는 액체와 충돌하고 재료가 밖으로 움
직일 때 박 또는 얇은 조각의 형태로 응고되는 막을 형성하고 결국은 주위로부터 떨어진다. 원판형 
덮개(40)는 위로 튀기는 것을 방지하기 위해 바깥으로 유동하는 재료를 제한하도록 돕고, 날개에 가공 
재료의 접촉을 더욱 보증하고 입자의 파괴를 위한 부가적 충격 표면을 제공한다.

장치의 작동 이론은 (1) 가스의 비열은 전형적으로 0.26 내지 0.4cal/1℃/g이고, (2) 액체의 비열은 전
형적으로 0.5 내지 1.0cal/1℃/g이며, (3) 액체의 증발열은 물이 약 540cal/g, 암모니아가 327cal/g, 부
탄이 92cal/g, 헥산이 81cal/g인 것을 앎으로써 더욱 잘 이해될 수 있다. 그래서 지정된 액체 1g의 증발
은 가스 1g의 열의 1080배까지 흡수되고 어떤 지정된 액체의 열의 540배까지 흡수된다. 열이 액체의 증
발로 흡수될 때, 시스템의 온도는 액체가 조금이라도 남아 있는 한 액체의 비등점이 된다. 그래서, 분무
기의 구조 재료가 고온 능력을 가질 필요가 없다. 만약 물이 냉각제로서 사용된다면, 온도는 대체로 100
℃를 초과하지 않으며, 헥산을 사용하면 최대 온도는 단지 약 69℃이다.

용융 실리콘의 시료 28g을 냉각하기 위한 액체의 증발 및 가스와 액체를 사용하는 적절한 냉각제 조건의 
계산예는 다음과 같다.

이 계산에 있어서,

△Hf = 금속의 용해열

Cp = 비열

△r = 온도 변화

△Hv = 증발열을 표시한다.

1500℃에서 100℃까지 실리콘 28g을 냉각하기 위해

△Hf = 11,100cal/28g
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Cp×△T = 4.95cal/℃/28g×1400℃ = 6930cal

28g의 실리콘에서 잃은 총칼로리는 18030cal이다.

(A) 25℃에서 N2를 사용하는 가스 분무기에 있어서,

Cp×△T = 0.25cal/℃/g×75℃ = 18.75cal/g, 18,030cal/18.75cal/g = 962g으로 N2의 필요량은 962g이다.

(B) 25℃에서 H2O를 사용하는 액체 비증발 시스템에 있어서,

Cp×T = 1cal/℃/g×75℃ = 75cal/g, 18,030cal/75cal/g = 240g으로 H2O의 필요량은 240g이다.

(C) 25℃에서 H2O를 사용하는 증발 시스템에 있어서,

△Hv = 540cal/℃/g

Cp = 1cal/℃/g

540cal/g×Xg+1cal/℃/g×75℃×Xg = 18,030cal로 Xg는 29.3g으로 물의 필요량은 29.3g이다.

야금 등급 실리콘은 분당 12000회전(rpm)으로 작동되는 본 발명에 따라서 만든 장치내에서 탈이온화한 
물을 냉각제로서 사용하여 처리되며, 미합중극 특허 제4347199호로 공급된 기술에 따라 만들어지고 분당 
12000회전으로 작동되는 장치내에서 처리된다. 결과로서 생기는 입자 물질은 다음과 같은 입자 규격이었
다.

분명히, 여기에 기술된 것처럼 본 발명의 변화 및 변경은 이 분야에 숙련된 사람들에게 명백히 될 것이
다. 그러나, 첨부된 청구범위의 범주내에서 본 발명이 특별히 기술된 것처럼 다르게 실시될 수 있다는 
것이 이해된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

금속 및 비금속의 용융물이 액체 냉각제의 증발로 고체 상태로 냉각되며, 휘발성 액체 냉각제 및 상기 
용융물에 작용하는 원심력에 의해 분산되도록, 고속 회전 가능 가변 속도모터(26)에 연결된 중심에 위치
된 축상에 대체로 수평으로 장착된 회전 가능 원판부재(24)와, 상기 회전 가능 원판부재(24)가 회전될 
때 처리되도록 휘발성 액체 냉각제를 흡입관(31)을 통해 도입하고 상기 용융물을 나사 구멍(19)을 통해 
도입하기 위한 도관(18)을 가지며, 상기 금속 및 비금속의 용융물로부터 입자 형태로 상기 금속 및 비금
속을 급냉하기 위한 장치에 있어서, 상기 용융물을 위한 도관(18)은 원추형 돌출부(30)의 정점위에 수직
위치되며, 상기 정점은 회전 가능 원판부재(24)의 회전중심으로부터 상향 연장되도록 위치된 대체로 원
추형의 돌출부(30)와, 상기 원추형 돌출부(30)를 위해 냉각제의 외향 유동막을 제공하기 위해서, 상기 
용융물을  위한  상기  도관(18)에  충분히  가까이  위치된  상기  휘발성  액체  냉각제를  위한  냉각제 
흡입관(31)을 포함하며, 상기 원추형 돌출부(30)의 정점에 떨어지는 상기 용융물이 휘발성 액체 냉각제
의 상기 막내로 분산되는 것을 특징으로 하는 금속 및 비금속용 급냉장치.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 원추형 돌출부(30)의 원추표면은 오목하게 굽은 것을 특징으로 하는 금속 및 비금
속용 급냉장치.

청구항 3 

제1항에 있어서, 외향 유동 물질이 날개(38)와 충돌하도록, 상기 회전 가능 원판부재(24)는, 그것의 주 
상부표면위로 돌출하는 다수의 날개(38)를 그것의 주위 부분둘레에 갖는 것을 특징으로 하는 금속 및 비
금속용 급냉장치.

청구항 4 

제3항에 있어서, 상기 원추형 돌출부(30)의 원추표면은 오목하게 굽은 것을 특징으로 하는 금속 및 비금
속용 급냉장치.

청구항 5 

제3항에 있어서, 상기 다수의 날개(38)의 상부표면은 상기 용융물 및 휘발성 액체 냉각제의 흡입을 위해 
그 안에 동심구멍을 가진 원판형 덮개(40)로 적어도 부분으로 에워싸이는 것을 특징으로 하는 금속 및 
비금속용 급냉장치.
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청구항 6 

제5항에 있어서, 상기 원추형 돌출부(30)의 원추표면은 오목하게 굽은 것을 특징으로 하는 금속 및 비금
속용 급냉장치.
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